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１．概要（Summary） 

 次世代集積回路として期待されているシリコン貫通

配線(TSV)を用いた三次元積層型集積回路の試作を行

った。φ10µm 以下の金属バンプを有する基板を作製

し、チップ実装後に電気的な導通を確認し、デバイス

チップの多層化へと展開することに成功した。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した主な装置名:  

芝浦メカトロニクス CFS-4ESII、住友精密 MUC-21 

 ボッシュプロセスを用いてシリコンの深穴を形成し、

Ti/Cu のバリア／シード層を形成して TSV を形成した。ま

た、マイクロバンプを電解めっき、および蒸着法により形

成し、フリップチップ接続させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ビアラスト・バックサイドビア方式による三次元集

積化を行った。最も難易度が高い Si 深溝形成、TSV

ライナー形成後のボトム酸化膜の底抜きエッチング

において、条件を最適化し、ノッチフリーでコンタク

トを形成した。デバイスチップの M1 層と電解銅めっ

きで充填した TSV の電気的な導通を得ることに成功

した。また、ピッチ 20µm の Cu/SnAg マイクロバン

プを有するチップを用いて、2,000 本以上のデイジー

チェーンを形成した。1 バンプあたりの抵抗を測定し

た結果、50mΩ以下の十分に低い値を実現することが

できた。多数のチップを一括でアセンブリする技術の

開発にも成功し、チップの平均位置合わせ精度±1µm

を得た。この技術をグラフォアセンブリに応用し、別

途開発した光 TSV や高効率カプラと集積し、光電子

三次元集積実現への見通しをたてることができた。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

2013 年 9 月、宮城県多賀城市のみやぎ復興パークに

三 次 元 ス ー パ ー チ ッ プ Ｌ Ｓ Ｉ 試 作 製 造 拠 点 (GINTI: 

Global INTegration Initiative)を開設し、三次元 LSI

の実用化を加速すべき研究を展開している。 
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